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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年5月28日(2020.5.28)

【公開番号】特開2018-190793(P2018-190793A)
【公開日】平成30年11月29日(2018.11.29)
【年通号数】公開・登録公報2018-046
【出願番号】特願2017-90394(P2017-90394)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  43/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   43/06     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和2年4月15日(2020.4.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　かかる構成によれば、半導体基板１１と半導体層１３とのＰＮ接合部に生じた空乏層は
、半導体基板１１側と半導体層１３側の両方に広がり、半導体層１３側に広がる空乏層は
、磁気感受部１２の方へ向かって広がる。しかし、半導体基板１１と磁気感受部１２とは
直接接しておらず、半導体基板１１と磁気感受部１２の間には、半導体層１３が介在して
おり、かつ、磁気感受部１２が半導体層１３よりも高濃度であることから、空乏層が磁気
感受部１２まで到達することを防止することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　図２～４は、本発明の第二～第四の実施形態による半導体装置２００～４００をそれぞ
れ説明するための断面図である。各平面図については、図１（ａ）の平面図に対応してい
るため、図示を省略する。
  なお、図１に示す半導体装置１００と同一の構成要素には同一の符号を付し、重複する
説明は適宜省略する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　第二の実施形態による半導体装置２００は、図２に示すように、第一の実施形態による
半導体装置１００に対し、ホール素子１０の下部において、Ｐ型の半導体基板１１とＮ型
の半導体層１３との間にＰ型の埋込層２０１をさらに備えている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　次に、第三の実施形態による半導体装置３００は、図３に示すように、第一の実施形態
による半導体装置１００に対し、ホール素子１０の下部において、Ｐ型の半導体基板１１
とＮ型の半導体層１３との間にＮ型の埋込層３０１を備えている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
  このＮ型の埋込層３０１の濃度は、Ｎ型の半導体層１３よりも高くなっている。
  このように、半導体層１３よりも高濃度のＮ型の埋込層３０１を設けることにより、ホ
ール素子１０の下部に形成されるＰＮ接合は、半導体基板１１と半導体層１３との間では
なく、Ｐ型の半導体基板１１とＮ型の埋込層３０１との間に形成される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　次に、第四の実施形態による半導体装置４００は、図４に示すように、第一の実施形態
による半導体装置１００に対し、ホール素子１０の下部において、Ｐ型の半導体基板１１
とＮ型の半導体層１３との間に埋込層４０１を備えている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　さらに、本実施形態によれば、Ｐ型の埋込層４０２とＮ型の埋込層４０３とのＰＮ接合
部に形成される空乏層は、埋込層４０２および埋込層４０３がいずれも高濃度であること
から、半導体基板１１側に広がる空乏層も、半導体層１３側に広がる空乏層も狭くなる。
したがって、半導体層１３側に広がる空乏層は、第三の実施形態による半導体装置３００
と同様、埋込層４０３内に収まるか、埋込層４０３よりも広がった場合でも半導体層１３
内に少しかかる程度となる。したがって、半導体層１３の厚さを薄くしても、空乏層が磁
気感受部１２に達することを防止することができる。よって、半導体層１３をエピタキシ
ャル成長により形成する場合には、その厚さを薄くできることから、本実施形態において
も、製造コストを低減することも可能となる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　なお、埋込層４０１は、Ｐ型の埋込層４０２を半導体基板１１側、Ｎ型の埋込層４０３
を半導体層１３側に形成する、すなわち、半導体基板１１と同一導電型の埋込層を半導体
基板１１側に、半導体層１３と同一導電型の埋込層を半導体層１３側に形成することが望
ましい。Ｎ型の埋込層４０３をＰ型の半導体基板１１側、Ｐ型の埋込層４０２をＮ型の半
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導体層１３側に配置した場合でも、接合リークの低減にはつながる。しかし、このように
配置してしまうと、埋込層４０３と半導体基板１１とのＰＮ接合部、および埋込層４０２
と半導体層１３とのＰＮ接合部のそれぞれに空乏層が形成され、特に、Ｐ型の埋込層４０
２とＮ型の半導体層１３との間に形成される空乏層は、濃度の薄い半導体層１３側へ大き
く広がり、磁気感受部１２へ影響を与え易くなってしまう。
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